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SeqSeqüüência de conteência de conteúúdos:dos:
1. Semicondutores;
2. Junções PN;
3. Diodos.
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Materiais semicondutoresMateriais semicondutores

Condutor: ρ = 10-6 Ωcm [cobre]
Semicondutor: ρ = 50 Ωcm [germânio]
Semicondutor: ρ = 50 kΩcm [silício]
Isolante: ρ = 1012 Ωcm [mica]

NNííveis de energia:veis de energia:
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NNííveis de energia:veis de energia:
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Materiais intrMateriais intríínsecos e extrnsecos e extríínsecos do tipo N e P:nsecos do tipo N e P:
• Materiais intrínsecos são semicondutores 

cuidadosamente refinados para se obter a redução de 
impurezas a um nível muito baixo – são basicamente tão 
puros quanto permite a tecnologia moderna;

• Um material semicondutor submetido ao processo de 
dopagem é chamado de material extrínseco.
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Materiais extrMateriais extríínsecos do tipo N:nsecos do tipo N:
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Materiais extrMateriais extríínsecos do tipo N:nsecos do tipo N:
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Materiais extrMateriais extríínsecos do tipo P:nsecos do tipo P:
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Materiais extrMateriais extríínsecos do tipo P:nsecos do tipo P:
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Portadores de carga nos materiais P e N:Portadores de carga nos materiais P e N:



JunJunçções P e Nões P e N
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Diodo semicondutor, uma introduDiodo semicondutor, uma introduçção:ão:



JunJunçções P e Nões P e N

Diodo semicondutor, uma introduDiodo semicondutor, uma introduçção:ão:



JunJunçções P e Nões P e N

Diodo semicondutor, uma introduDiodo semicondutor, uma introduçção:ão:

Em condução:

Não condução:



JunJunçção PN ão PN –– Sem polarizaSem polarizaççãoão

0DV V=
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JunJunçção PN ão PN –– Reversamente polarizadaReversamente polarizada
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JunJunçção PN ão PN –– Diretamente polarizadaDiretamente polarizada

0DV V>



JunJunçção PN ão PN –– Efeito da temperaturaEfeito da temperatura

A corrente de saturação reversa IS terá sua 
amplitude praticamente dobrada para aumento 
de 10 oC na temperatura.

Exemplo 2.6 do Malvino.



JunJunçção PN ão PN –– SilSilíício versus Germâniocio versus Germânio

• Tensão reversa:
• Silício: 1000 V;
• Germânio: 400 V.

• Temperatura de operação:
• Silício: 200 oC;
• Germânio: 100 oC.

• Queda de tensão direta:
• Silício: 0,7 V;
• Germânio: 0,3 V.



ExercExercíícioscios

Malvino:Malvino:
• Lista do capítulo 2.



Diodo Diodo –– Curva ICurva IDD x Vx VDD



Diodo Diodo –– Curva ICurva IDD x Vx VDD
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• ID = corrente direta;
• VD = tensão de polarização;
• IS = corrente de saturação reversa;
• K = 11.600/n com n = 1 para o Ge e n = 2 para o Si;
• TK = TC + 273o.



Diodo Diodo –– Região zenerRegião zener



Resistências do diodoResistências do diodo

Resistência CC ou estResistência CC ou estáática:tica:
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Resistência CA ou dinâmica:Resistência CA ou dinâmica:
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Resistência CA mResistência CA méédia ou resistência de corpo:dia ou resistência de corpo:
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Modelo ideal do diodoModelo ideal do diodo

Exemplo 3.4 do Malvino.



Modelo simplificado do diodoModelo simplificado do diodo

Exemplo 3.5 do Malvino.



Modelo linear por partes do diodoModelo linear por partes do diodo

Exemplo 3.6 do Malvino.



ExercExercíícioscios

Malvino:Malvino:
• Lista do capítulo 3.



Na prNa próóxima aulaxima aula

SeqSeqüüência de conteência de conteúúdos:dos:
1. Características dos diodos;
2. Análise de circuitos com diodos;
3. Aplicações simples.


